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要　旨

GaNはGaAsを超える物性値を持つため，GaNをチャネ

ルに用いたHEMT（AlGaN／GaN High Electron Mobility

Transistor）は，次世代の高出力高周波素子等として期待

されており，多くの優れた特性が報告されている。この

AlGaN／GaN HEMTをより高出力化するためには，GaN

よりも更に絶縁破壊電界が高い材料をチャネル層に用いて

高耐圧化することが一つの有効な手段である。

今回，HEMTを高耐圧化することを目的にチャネル層

を従来のGaNから，バンドギャップがより広く絶縁破壊電

界が高いAlGaNに置き換えた構造のHEMTの検討を行っ

た。絶縁破壊電界が高い材料を用いるため，オーミックコ

ンタクト抵抗の増大が懸念されたが，Siイオン注入ドーピ

ング技術をソース／ドレイン電極に適用することによって，

コンタクト抵抗の大幅な低減を実現し，トランジスタ動作

を実証した。さらに，Al組成が0.38のAlGaNからなるチャ

ネル層を持つエピ基板上に作製したHEMTで，ゲート－ド

レイン間距離（Lgd）が３µmの場合に463V，Lgdが10µmの場

合に1,650Vという極めて高い破壊耐圧が得られた。我々の

知る限りでは，これらの値は，同様の構造のHEMTでは

最も高い値である。これらの結果から，チャネル層をGaN

からAlGaNに置き換えた構造のHEMTによって，高周波

デバイスの更なる高出力化が期待できると考えられる。
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HEMTを構成する半導体の材料定数
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オン状態のドレイン電流－ドレイン電圧特性
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AlGaNはGaAsやGaNと比べてほぼ同じ電子飽和速度で高い絶縁破壊電界を持っている。このAlGaNをチャネル層に適用したHEMTを作製
し，破壊耐圧が極めて高いトランジスタの動作を実証した。この結果から今後高周波デバイスの更なる高出力化が期待できると考えられる。

半導体の材料定数と適用分野，AlGaNチャネルHEMT特性
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